
カソードルミネッセンス測定システム
HORIBA CLUE Series / Imaging CL

■ お客様の測定ニーズに合わせたシステムを選択いただけます

■ アプリケーション事例

半値幅やピーク位置の解析により、結晶特性やエネルギー特性分布が
解析可能です。

GaN 基板の品質向上により貫通転位数が
減少しています。狭い範囲での観察では検出
が困難になりつつありますが、Imaging CL
により迅速に広範囲の観察が可能です。

加速電圧を変化させることで、深さ方向の発光特性を解析できます 高品質基板（低転位 /低欠陥）の評価が簡単にできます

イメージング専用
F-CLUEへアップグレード可

発光分布評価

イメージング専用

化合物半導体の欠陥評価
セラミック粒子の結晶性評価

化合物半導体 LED素子の特性解析 化合物半導体 GaN on GaN基板の評価

加速電圧を上げると活性層からの発光も確認されます μmレベルで発光強度、半値幅、
ピーク波長に揺らぎが見られます

F-CLUE Imaging
CL

● 試料ご提供： 大阪大学 大学院工学研究科 森 勇介 教授、今出 完 准教授、今西 正幸 助教

積層セラミックコンデンサ中の酸素欠損評価F-CLUE
積層セラミックコンデンサの故障の原因となる酸素欠損の評価をしました。
一部の電極近傍では発光強度が強く、酸素欠損の偏りが発生していること
が判明しました。

● データご提供：株式会社東レリサーチセンター様

■BaTiO3積層コンデンサの
　断面SEM像（3000倍）

■CL像
■CLスペクトル
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ダイヤモンド材料中の NV0および Ni不純物の分布測定F-CLUE
CL像 (c)と (d)で、NV0とNi不純物由来のCL発光強度分布の違いが区別
できていることから、数十 nmの位置分解能でマッピング分析ができること
が示唆されました。

「HORIBA CLUE Series」カソードルミネッセンス（CL）測定システムは、お手持ちの電子顕微鏡に
搭載するだけでパワーデバイスの基板材料であるGaNや SiCウェハの材料特性評価、
不純物測定や結晶性・欠陥の評価が可能です。
また、一度に広範囲の CL像が取得できる電子顕微鏡一体型のシステム「Imaging CL」も
ラインアップ。化合物半導体だけでなく、その他先端材料の研究開発にも貢献します。

i-CLUE F-CLUE H-CLUE R-CLUE

スペクトルによる物性詳細評価
化合物半導体の欠陥種類評価・不純物評価
マイクロ/ナノ粒子の結晶性・物性評価

有機/無機物質測定
医薬品・錠剤・有機フィルム評価
半導体の内部応力評価

標準機
イメージング＋スペクトル測定 高感度分析・角度分析

時間分解測定
カソードルミネッセンス
＋ラマン分光の複合分析

誘電体層の微小部を高分解能・高感度で分析が可能です 微小空間分解能で不純物・欠陥の分布評価が可能です

a) SEM像
b) CLスペクトル
c) CL像(NV0準位)
d) ＣＬ像(Ｎｉ不純物準位)

● L.H.G. Tizei et al., Nanotechnology (23) 2012

● データご提供：株式会社東レリサーチセンター様
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カソードルミネッセンス測定システム
HORIBA CLUE Series / Imaging CL

貫通転位

貫通転位

光学像 基板全体の CL像

CL像（拡大） ダークスポット＝
貫通転位

CL像
CL像（拡大）

CL像



Imaging CL

1. 独自の光学系（最大 2 mm ｘ 2 mm）により、広域 CL 像測定を実現。
2. 超高分解能 CL 像（100M pixel）で、微小欠陥も検出可能。
3. 高速データ処理システムで、超高分解能 CL 像をわずか 4 分で取得可能。

電子顕微鏡
一体型も

ラインアップ！

電子線照射により発光した光を集光ミラーで集め、
分光器に導入し、CCD/PMTを使って検出

【 カソードルミネッセンスでわかること 】■ カソードルミネッセンスの原理

カソードルミネッセンス（CL）とは、電子線を物質に照射することにより、
その材料のバンドギャップに相当する波長の光が発生する現象であり、
その光を捉えることで、その物質の発光特性・結晶特性を評価できます。
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■ Imaging CLのご紹介

3 つの特長でデバイスの欠陥評価時間が 1/10 に短縮
（当社従来機比）

■ 仕様

【 装置構成図 】

分光器

検出器

microHR / iHR320 / iHR550

PMT / CCD

コントローラ

ソフトウェア

専用制御装置 CL Link

LabSpec6

※詳しい仕様についてはお問い合わせください
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強度：
結晶性、不純物濃度
波長：
結晶構造、不純物準位 /濃度、組成、応力
半値幅：
結晶性
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